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摘要(译)

薄膜晶体管阵列基板的制造方法包括在其上形成有栅极线的绝缘基板上
形成栅极绝缘膜，半导体层，欧姆层和金属膜的步骤，形成抗蚀剂的步
骤通过光刻工艺在金属膜上形成图案，使得其在半导体有源层的相应部
分上的厚度比在其他部分上的厚度薄，蚀刻金属膜以形成源极线，源极
和漏极的步骤电极，在将相应部分上的抗蚀剂去除到半导体有源层之后
去除欧姆层和半导体层的步骤，去除金属膜的步骤，以及去除欧姆层的
步骤。
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